PNP SILICON TRANSISTOR, PLANAR
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR

*BF 316 A

The BF 316 A is intended for use as self
oscillating-mixer in UHF TV tuners.

Le BF 316 A est destiné 3 V'étage mélangeur
auto-oscillant dans les sdle s de canaux
TV UHF,

* Preferred device
Dispositif recommandé

fr (—3mA) 600 MHz
F (-3mA) 0800 MHz  5dB
Gp (-3 mA) to 800 MHz 128

Case TO-72 — See outline drawing CB-4 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-4 derniéres pages

Bottom view
Vue de dessous

M
c(Je
8
Weight : 0,7 g Connection M is connected to case
Masse La connexion M est reliée au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES} 1 =+25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voita = v
Tension collu‘tew-basoge ‘E 0 CBO —40 v
Collector-emitter voltage =
Tension collecteur-émetteur lg=0 Veeo -35 v
Emitter-base voltage =
Tension émetteur-base lc=0 VEBO -3 v
Collector current )
Courant collecteur c -20 mA
Power dissipation
Dissipation de puissance PIOt 200 mwW
Junction temperature
Température de jonction max. Tl 200 °c
Storage temperature min. T —55 °c
Température de stockage max. stg +200 °C
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BF316 A

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

T

amb=25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base cut-off current Veg =—20V 1
Courant résiduel collectour-base e = 0 €8O —100 nA
Collector-base breakdown voltage lc =-10pA v
Tension de claquage collecteyr-base 'E =0 (BR)CBO -40 v
Collector-emitter breakdown voltage | 'c = —3MA v _35 v
Tension de clequage collecteur-émetteur IB =0 {BR)CEO
. ] =—10 uA
Emitter-base breakdown voltage E
Tension de claquage émettour-base Ic =0 V(BRIEBO -3 v
Base-emitter voltage Veg =10V v
Tension base-émetteur e = -3 mA BE -0,75 v
Static forward current transfer ratio Veg =—-10V
Valsur statique du rapport de transfert 1 =—3mA h21 E 30 50
direct du courant C
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
oo Ve =10V
Transition frequency CE f.
Fréquence de transition Ilc =-3mA T 600 MHz
Freedback capacit Veg =10V
reedback capacitance _ -C
Capacité de réaction lc =0 12e 0,25 pF
f =1 MHz
VCB =-10V
| =-3mA
C F
R, =50Q 5 a8
Noise figure f =800MHz
Facteur de bruit VCB =—10V
I =-~3mA
C
R, =509 F 35 d8
f = 500 MHz
VCB =-10V
1 =-3mA
C G B
R, =2kQ P 12 d
Power gain f =800MHz
Gain en puissance VCB =10V
{ =-3mA
C G 17 B
R =2kQ p d
f = 500 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance Rep (i-a) 875 oc/W

G
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BF 316 A

TEST CIRCUIT

Power gain, noise figure (f = 800 MHz)

MONTAGE DE TEST

Gain en puissance, facteur de bruit (f = 800 MHz)

UHF
génerator RF Voit.
Générateur R. =50
UHF +Veg —Ves in
P
Circulator o PG
Circulate:
TUT Coaxial i NF
PG O att. 10 db common base tuner
50 Base commune Adaptateur
coaxial réglable
NF
Noise NF Ip = 36 MHz UHF ampli
source meter and mixer
Source Indicateur Ampli UHF
de bruit de FB et mélangaur
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